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研究背景  

	 希土類元素を必要としない亜鉛バナデート

（Zn3(VO4)2、Zn2V2O7）が近紫外励起による蛍光

作用を示す事が明らかになっており、次世代白色

LEDへの応用が期待されている[1]。本研究では、

RF マグネトロンスパッタ法により堆積した高濃

度 V添加 ZnO薄膜（VZO）の急速熱処理により

Zn バナデートを形成し[2]、熱酸化温度が内部量

子効率に及ぼす影響を検討した。 

実験方法  

	 石英基板上に RFマグネトロンスパッタ法を用

いて 170 nm厚の VZO薄膜を堆積した。成膜温度

は 150℃、RF出力は 150 W、Zn/Vモル比は 1.9、

スパッタリングガスは Arとし、堆積後に O2雰囲

気中で 5分間のランプ加熱処理（500 – 900℃）を

施した。 

結果と考察  

	 形成した蛍光体の励起スペクトルと蛍光スペ

クトルを Fig. 1に示す。励起スペクトルは 320 nm

付近にピークを、蛍光スペクトルは 567 nmにピ

ークをもっている。蛍光スペクトルはオルトバナ

ジン酸（VO4）からの発光成分（EM1、EM2）[3]

と ZnOの結晶欠陥由来の発光成分（EMD）から

なっており、蛍光スペクトルの半値幅は 186 nm

である。内部量子効率の熱酸化温度依存性を Fig. 

2 に示す。量子効率は最大で 45%となり、500 – 

800℃の間で増加していた効率は 900℃で急減し

た。これは Zn3(VO4)2が発光効率の劣る α-Zn2V2O7

と Zn4V2O9に分解されたためである。600 – 800℃

の間では結晶構造に顕著な差異は見られなかっ

たものの、薄膜の表面形状に違いがあり、結晶の

体積に対する表面欠陥量の違いが発光効率を変

化させたと考える。 
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F  Fig. 2 Relation of oxidation temperature and internal 
quantum efficiency of zinc vanadate phosphor film. 

F  Fig. 1 Excitation and photoluminescence spectra for 
Zn3(VO4)2 phosphor film. 
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